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Dalyko anotacija 

Įvadas. Plačiatarpių  puslaidininkių poreikis: SiC, III-Nitridų, ZnO kristalų bei deimanto 

sluoksnių taikymai didelės galios, temperatūros, dažnio elektronikai bei šviesos šaltiniams. 

Sluoksninių sandarų bei kvazitūrinių kristalų auginimo technologijos (CVD, PVT, ELO, MBE, 

HVPE ir kt). Padėklo ir buferinio sluoksnio parinkimas. Augimo greičio ir temperatūros in-situ 

monitoringas (elektroniniai ir optiniai būdai). InGaN ir AlGaN kietieji lydalai.  

 Struktūrinės savybės. Sluoksnių morfologija. Augimo defektai. Dislokacijos. Mikrostruktūros 

ypatumai. Charakterizavimo būdai: elektroninė mikroskopija, Rentgeno spindulių difrakcija, 

atominės jėgos mikroskopija, Ramano sklaida, katodoliuminescencija (KL). Mikrostruktūros ir 

KL spektrų koreliacija.  

Optinės savybės. Elektroninė juostų sandara. Optinė spektroskopija: sugerties, atspindžio, 

fotoliuminescencijos (FL) ir KL spektrai. FL spektro eksitoninė struktūra. Draustinės juostos 

vertės nustatymas nitridų junginiuose. Įtempimų poveikis juostos struktūrai ir optinėms 

savybėms. Spindulinės rekombinacijos ypatumai. FL metodai defektų spektroskpijoje.  

Elektrinės savybės. Savieji defektai. Seklios ir gilios priemaišos.  Sklaidos mechanizmai. 

Dislokacijų vaidmuo sklaidoje ir rekombinacijoje. Problematika p-tipo GaN ir ZnO 

technologijose. Elektrinių savybių charakterizavimo papildomumas, naudojant įvairius 

metodus: Holo efektą, gilių lygmenų talpinę spektroskopiją, šiluma skatinamas sroves, 

elektronų pluoštelio sukurtą srovę (EBIC), fotolaidumą.  

Netiesinės optinės savybės. Netiesinių reiškinių ypatumai plačiatarpiuose junginiuose 

(antrosios harmonikos generacija, netiesinė sugertis, lūžio rodiklio optinė moduliacija). 

Aktyviosios spektroskopijos metodai ir optinės schemos. Koherentinė spektroskopija. 

Pikosekundinis keturbangis maišymas. Neišsigimusio ir išsigimusio keturbangio maišymo 

konfigūracijos. Nauji plačiatarpių puslaidininkių charaterizavimo būdai. Fotoelektrinių 

procesų tyrimai stipriai sužadintuose junginiuose netiesiniais optinais metodais su laikine skyra. 

Fotoliuminescencijos metodų įvairovė ir naujų tyrimų apžvalga. Nepusiausvyriųjų krūvininkų 

parametrų nustatymas dinaminių difarkcinių gardelių metodu. Eksperimentinė įranga. 

Krūvininkų gyvavimo laiko, difuzijos koeficiento, difuzijos ilgio, paviršinės bei netiesinės 

rekombinacijos greičių nustatymo būdai ir jų taikymas. Struktūrinių ir elektrinių parametrų 

koreliacija. Dislokacijų vaidmuo rekombinacijos  procesuose. Heterosandarų, tūrinių kristalų ir 

kvantinių lakštų optinė diagnostika. Skaitmeninis krūvininkų dinamikos modelaivimas. Kitų 

optinių netiesiškumo mechanizmų (šviesa sukeltas vidinis elektrinis laukas, gardelės 

temperatūros pokytis, elektrono spino moduliacija)  metrologinis potencialas, jų panaudojimas 

didžiavaržių kristalų, sluoksnių bei kvantinių sandarų charakterizavimui. 
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